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У даній роботі виконані експериментальні дослідження радіаційного впливу на залежність енергетичної роздільної здатності дослідницького зразка планарного кремнієвого детектора. Дослідницькій зразок опромінювався електронами енергії 25 МеВ. Дослідження проведено в діапазоні доз від 0 до 230 кРад.
Основним механізмом радіаційного пошкодження планарного кремнієвого детектора є об'ємний механізм пошкодження кристалічної структури [1]. В результаті утворення дефектів решітки виникають генераційно-рекомбінаційні центри, що прискорюють рекомбінацію носіїв заряду і зменшують час життя нерівноважних носіїв заряду, яке визначає струм витоку планарного кремнієвого детектора. Таким чином, опромінення призводить до зростання струмів витоку і погіршення і енергетичного дозволу планарного кремнієвого детектора (ПКД) [2].
У роботі досліджувалися розроблені в ННЦ ХФТІ планарні кремнієві детектори товщиною 300 мкм з розміром активної області 1.8х1.8 мм [3]. Для захисту від дестабілізуючих факторів навколишнього середовища під час проведення досліджень і можливості приєднання до вимірювальної апаратури детектори були поміщені в спеціально призначені для них герметизовані модулі. 
Для дослідження впливу опромінення на залежність енергетичного дозволу ПКД при різних дозах опромінення проводилося вимірювання спектрів випромінювання досліджуваними детекторами. Вимірювалися спектри ізотопного джерела 241Am.  Енергетичне дозвіл для лінії 59,56 кеВ у разі до опромінення становить 1,0 кеВ, після опромінення дозою 30 кРад - 1,37 кеВ, 230 кРад - 2,47 кеВ.

Також були проведені вимірювання вольт-амперних характеристик планарного кремнієвого детектора до опромінення і після опромінення дозами від 30 до 230 кРад. Показано, що опромінення не робить помітного впливу на вид вольт-амперних характеристик, але істотно впливає на величину струмів витоку.
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